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１．概要（Summary） 

近年、微小熱電発電デバイスは次世代の IoT機器を支え

る環境発電の 1 つとして注目を集めている。従来バルク

Si は高い電気伝導率を持つと同時に熱伝導率も高く、温

度差の維持ができないために熱電材料としては適してい

ないと言われていた。しかし、近年Siをナノワイヤ(NW)化

することによって大幅に熱伝導率が減少することがわかり、

Si-LSI技術と親和性が高い熱電材料として期待を集める

ようになった[1,2]。我々は Si-NW を用いて、Si-LSI のプ

ロセス技術のみで製造可能なプレーナ型熱電発電素子

の開発を行っている[3]。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  高速マスクレス露光装置、プラズ

マアッシャー、多元スパッタ装置 

【実験方法】 

 SOI (100)基板（SOI層= 88 nm、BOX 層= 145 nm、

Si基板= 745 nm）をアセトン洗浄 5分、IPA洗浄 1

分半行い、プラズマアッシャーを用いて 3分のアッ

シングを行った。その後スピンコーターを用いて、

HMDS及び、AZ5214Eを 3000 rpmで 1分回転させ、

塗布を行った。そして高速マスクレス露光装置を用いて、

Si-NW 及び、Si-Pad を描画し、TMAH を用いて現像し

た。その後早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構にてエッ

チングを行いパターンの形成を行い、その後イオン注入

及び活性化アニールを行った。そして NIMS にて、上記

と同様の手順で洗浄およびレジスト塗布、描画・現像を行

い、その後多元スパッタ装置を用いて Ti:10 nm, TiN:30 

nm, Al:400 nm のスパッタリングを行い、アセトンを用い

てリフトオフを行い、電極を形成した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Al 電極スパッタ前の光学顕微鏡画像を Fig. 1 に、リ

フトオフの光学顕微鏡画像を Fig. 2 に示す。これらの観

察結果より、正常にリフトオフを行うことが出来、寸法通り

の電極形成を行うことが出来た。 

 

Fig. 1：Image of Thermoelectric Generator before 

sputter. 

 

Fig. 2 ： Image of Thermoelectric Generator after 

liftoff 
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